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EJERCICIO 1 (2.5 puntos) 

Dado el siguiente circuito basados en dos diodos y dos diodos zener. 
 

R = 200 Ω 
 

Tome los siguientes datos para los diodos: 
• Para los diodos zener: 

tensión en directa Vγ = 0.8 V, 
tensión de ruptura |VZ| = 12 V y 
potencia máxima 600 mW. 

• Para los diodos: 
tensión en directa Vγ = 0.7 V e 
intensidad máxima 100 mA. 

 
Calcule: 

a) Los voltajes límite entre regiones para los diodos en función de V2 y para los zener en 
función de V1. (0.5 puntos) 

b) El valor Vi límite para cada región de funcionamiento del circuito. (1 punto) 
c) La Vi mínima y máxima derivada de la limitación de potencia del diodo zener. 

Compruebe que no se sobrepasa la corriente máxima de los diodos en el rango 
determinado para Vi. (1 punto) 

 
EJERCICIO 2 (3.5 puntos) 

Sea el siguiente circuito basado en dos transistores bipolares NPN donde todos los 
condensadores son de desacoplo. 
 

 
βf = 200, VCC = 15 V 

R1 = 3 kΩ, R2 = 15 kΩ, RL =10 kΩ 
 

a) Calcular el punto de polarización. 
Considere VBE = 0,8 V si la unión base-
emisor está en directa. Resolver sin 
despreciar la corriente de base. 
(1 punto) 

b) Representar el modelo de pequeña 
señal del circuito. (0.5 puntos)  

c) Obtener la ganancia (A= V0/Vi) del 
circuito en pequeña señal. 
Suponga VT = 25,8 mV, gm = IcQ / VT y 
rπ=β/gm. (1 punto) 
Dada la ganancia, determinar las características de la etapa (inversora o no inversora, 
amplificadora o atenuadora) (0.25 puntos) 

d) ¿Qué valor mínimo de VCC hace que los dos transistores salgan de corte? Para valores 
mayores de este VCC mínimo, ¿en qué regiones estarán trabajando los transistores T1 y 
T2? (0.75 puntos) 
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EJERCICIO 3 (2 puntos) 

Sea el siguiente circuito: 
 

Transistor NPN: 
VBE = 0.6 V; β = 50 

Diodo LED: 
Vγ = 2V 

Diodo Zener: 
Vγ = 0.8V; VZ = 5,7V 
Imin = 4 mA; Pmax = 500mW 

 
 

a) Calcule la intensidad IL con una tensión de entrada VE = 12V. Comprobar que no se 
superan los límites impuestos por el diodo Zener. (1 punto) 

b) Calcule el rendimiento del circuito como el cociente entre la potencia disipada por el 
diodo LED y la potencia consumida en la batería VE. (0.5 puntos) 

c) Calcular la VE mínima derivada de la intensidad mínima a través del diodo Zener. 
(0.5 puntos) 

 
 
CUESTIÓN 1 (2 puntos) 

Describa la composición, modelo de bandas, concentración de portadores y conductividad en 
equilibrio termodinámico para: 

1) Un semiconductor intrínseco 
2) Un tipo de semiconductor extrínseco homogéneo 

 
(1.25 puntos) 
 
Describa las condiciones para garantizar el equilibrio termodinámico para un semiconductor y 
sus características independientemente de que sea un semiconductor intrínseco, extrínseco, 
homogéneo o no homogéneo. 
 
(0.75 puntos) 
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